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【研究背景・目的】 

 局在電子は電荷・軌道・スピンの 3つの自由度

を持ちうる。このうち電荷自由度の秩序状態に関

しては，電荷整列系 BEDT-TTFの研究から，系

を急冷することで過冷却状態にできることと，準

安定な過冷却状態から安定な低温相への時間

依存性からその相転移ダイナミクスが核生成・核

成長理論で記述できることが分かっている[1,2]。

本研究では，軌道整列系 BaV10-xTixO15 の過冷

却状態から低温相への時間依存性を測定する

ことで，軌道秩序の相転移ダイナミクスを調べた。 

【実験方法】 

 Floating Zone 法で BaV10-xTixO15(x=0.15)の単

結晶試料を育成し，背面 Laue 法で面方位を決

定した。試料を測定温度まで急冷して系を過冷

却状態にし，その状態で温度を保って，四端子

法で抵抗率，歪ゲージ法で歪，SQUID で磁化

率の時間依存性を測定した。 

【実験結果と考察】 

 電気抵抗率の時間依存性を図 1に示す。電気

抵抗率はある時間の間は変化せず，その後上

昇し始め，最終的に飽和する振る舞いが見られ

た。また，電気抵抗率が上昇するまでの時間に

温度依存性があることが分かった。そこで，電気

抵抗率，歪，磁化率の変化率が 50%になる時刻

を変態時間𝜏と定義して温度に対してプロットし

たものを図 2 に示す。この図から𝜏の温度依存性

は70K付近に極小値を持つグラフになることが

分かった。 

 軌道自由度の共役な場である歪の時間依存

性を核生成・核成長理論の Avrami の式でフィッ

ティングすることができた。このことから，軌道秩

序の相転移ダイナミクスが核生成・核成長理論

で記述できることが分かった。更に，𝜏の温度依

存性を核生成・核成長理論の式 

𝜏 = 𝜏0 exp (
𝑇1

𝑇
) exp (

𝑇2
3

𝑇(𝑇 − 𝑇𝐶)2
) 

でフィッティングした。その結果を図 3 に示す。こ

の結果から，𝑇1 = 2133 K, 𝑇2 = 87.6 K, 𝑇𝐶 =

103 K, 𝜏0 = 1.0 × 10−15 s と見積もられた。 
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図 1 電気抵抗率の時間依存性 

 
図 2 𝜏の温度依存性 

 
図 3  𝜏の温度依存性のフィッティング(歪) 
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